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(57)【要約】
【課題】本発明は表示装置に関する。
【解決手段】本発明の一実施形態による表示装置は、第
１画素領域を含む基板と、前記基板上に位置する第１電
極と、前記基板と前記第１電極との間に位置する保護膜
と、前記第１電極上に位置する第２電極と、前記第１電
極と前記第２電極との間に位置する有機発光層を含み、
前記第１画素領域は、発光領域、および、前記発光領域
によって囲まれている非発光領域を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１画素領域を含む基板と、
　前記基板上に位置する第１電極と、
　前記基板と前記第１電極との間に位置する保護膜と、
　前記第１電極上に位置する第２電極と、
　前記第１電極と前記第２電極との間に位置する有機発光層とを含み、
　前記第１画素領域は、発光領域、および、前記発光領域によって囲まれている非発光領
域を含む表示装置。
【請求項２】
　前記第１画素領域の縁から、前記第１画素領域の非発光領域までの距離が５０μｍ以下
である請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１電極および前記有機発光層は、前記第１画素領域の発光領域内に位置する請求
項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記基板は、第２画素領域および第３画素領域をさらに含み、
　前記第２画素領域および前記第３画素領域は、いずれも、発光領域、および、前記発光
領域によって囲まれている非発光領域を含み、
　前記第２画素領域の縁から前記第２画素領域の非発光領域までの距離が５０μｍ以下で
あり、
　前記第３画素領域の縁から前記第３画素領域の非発光領域までの距離が５０μｍ以下で
あり、
　前記第１電極および前記有機発光層は、前記第２画素領域の発光領域内、および、前記
第３画素領域の発光領域内に位置する請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１画素領域の非発光領域内に位置する埋立パターンをさらに含む請求項１に記載
の表示装置。
【請求項６】
　前記第１画素領域の縁を囲む画素定義膜をさらに含み、
　前記埋立パターンは、前記画素定義膜と同じ物質からなり、同じ層に位置する請求項５
に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１電極は、透明な導電物質からなる層と反射性金属からなる層とを含む積層膜か
らなる請求項５に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１画素領域の面積に対する前記第１画素領域の非発光領域の面積の比率は、５％
以上であり、２０％以下である請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記第１画素領域の非発光領域は、平面上で四角形、円形、および十字形のうちの少な
くともいずれか一つからなる請求項１に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記第１画素は、複数の非発光領域を含み、
　互いに隣接した前記複数の非発光領域の間の距離は、５０μｍ以下である請求項１に記
載の表示装置。
【請求項１１】
　前記第１電極と連結されている薄膜トランジスタをさらに含み、
　前記薄膜トランジスタは、前記第１画素領域内に位置し、
　前記薄膜トランジスタは、前記第１画素領域の非発光領域と、少なくとも一部重複する
請求項１に記載の表示装置。
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【請求項１２】
　前記保護膜は、第１高さを有する第１部分と、前記第１高さより高い第２高さを有する
第２の部分とを含み、
　前記保護膜の第２部分は、前記第１画素領域の縁部に位置し、
　前記第１電極は、前記保護膜の前記第１部分と前記第２部分との間で段差を有する請求
項１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記保護膜に形成されている溝、
　前記第１画素領域の非発光領域内に位置する埋立パターン、及び、
　前記第１画素領域の縁を囲む画素定義膜をさらに含み、
　前記溝は、前記第１画素領域の非発光領域内に位置し、
　前記溝の幅は、前記非発光領域の幅より小さく、
　前記埋立パターンは、前記溝内に位置し、
　前記埋立パターンは、前記画素定義膜と同じ物質からなり、同じ層に位置する請求項１
に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記保護膜に形成されている溝、
　前記溝内に位置する埋立パターン、及び、
　前記第１画素領域の縁を囲み、前記埋立パターンと一体に形成された画素定義膜をさら
に含み、
　前記溝は、前記第１画素領域の縁と隣接するように位置し、
　前記埋立パターンは、前記画素定義膜と同じ物質からなる請求項１に記載の表示装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関し、より詳細には有機発光層の発光特性の低下を防止できる表示
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光表示装置は、二つの電極とその間に位置する有機発光層を含み、一つの電極か
ら注入された電子（ｅｌｅｃｔｒｏｎ）と、他の電極から注入された正孔（ｈｏｌｅ）が
、有機発光層で結合して励起子（ｅｘｃｉｔｏｎ）を形成する。励起子が、励起状態（ｅ
ｘｃｉｔｅｄ　ｓｔａｔｅ）から基底状態（ｇｒｏｕｎｄ　ｓｔａｔｅ）に変わりながら
、エネルギを放出して発光する。
【０００３】
　このような有機発光表示装置は、自発光素子である有機発光ダイオードを含む複数の画
素を含み、各画素には、有機発光ダイオードを駆動するための複数のトランジスタ、およ
び一つ以上のキャパシタ（Ｃａｐａｃｉｔｏｒ）が形成されている。複数のトランジスタ
は、基本的にスイッチングトランジスタおよび駆動トランジスタを含む。
【０００４】
　このようなトランジスタと電極との間には、保護膜が位置する。保護膜は有機物質から
なり、このような有機物質をベーキングする過程で、保護膜の内部に気体が発生する。発
生した気体は、保護膜の上面へ移動し、保護膜の上に位置する電極によって遮蔽されて排
出できないことがある。有機発光層は、透湿に弱い特性を有し、保護膜で発生した気体に
よって有機発光層の縁部が影響を受けて、発光特性が低下するという問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１７５９８７
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　実施形態はこのような問題点を解決するためになされたものであって、有機発光層の発
光特性の低下を防止できる表示装置を提供するためのものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、本発明の一実施形態による表示装置は、第１画素領域を含
む基板と、前記基板上に位置する第１電極と、前記基板と前記第１電極との間に位置する
保護膜と、前記第１電極上に位置する第２電極と、前記第１電極と前記第２電極との間に
位置する有機発光層を含み、前記第１画素領域は、発光領域、および、前記発光領域によ
って囲まれている非発光領域を含む。
【０００８】
　前記第１画素領域の縁から、前記第１画素領域の非発光領域までの距離が、５０μｍ以
下であり得る。
【０００９】
　前記第１電極および前記有機発光層は、前記第１画素領域の発光領域内に位置し得る。
【００１０】
　前記基板は、第２画素領域および第３画素領域をさらに含み、前記第２画素領域および
前記第３画素領域は、いずれも、発光領域、および、前記発光領域によって囲まれている
非発光領域を含み、前記第２画素領域の縁から前記第２画素領域の非発光領域までの距離
が５０μｍ以下であり、前記第３画素領域の縁から前記第３画素領域の非発光領域までの
距離が５０μｍ以下であり、前記第１電極および前記有機発光層は、前記第２画素領域の
発光領域内、および前記第３画素領域の発光領域内に位置し得る。
【００１１】
　前記基板は、前記第１画素領域、前記第２画素領域および前記第３画素領域に隣接した
透過領域をさらに含み得る。
【００１２】
　前記第１電極および前記有機発光層は、前記透過領域内に位置しなくてもよい。
【００１３】
　前記第２電極は、前記第１画素領域、前記第２画素領域、前記第３画素領域および前記
透過領域内に位置し得る。
【００１４】
　本発明の一実施形態による表示装置は、前記基板上に位置するバッファー層と、前記バ
ッファー層上に位置し、前記第１電極と連結されている薄膜トランジスタをさらに含み、
前記透過領域内で前記第２電極は前記バッファー層と接触し得る。
【００１５】
　本発明の一実施形態による表示装置は、前記第１画素領域の非発光領域内に位置する埋
立パターンをさらに含み得る。
【００１６】
　本発明の一実施形態による表示装置は、前記第１画素領域の縁を囲む画素定義膜（画素
区画用バンク）をさらに含み、前記埋立パターンは、前記画素定義膜と同じ物質からなり
、同じ層に位置し得る。
【００１７】
　前記第１電極は、透明な導電物質からなる層と、反射性金属からなる層とを含む積層膜
からなり得る。
【００１８】
　前記第１画素領域の面積に対する前記第１画素領域の非発光領域の面積の比率は、５％
以上、かつ、２０％以下であり得る。
【００１９】
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　前記第１画素領域の非発光領域は、平面上で、四角形、円形、および十字形のうちの少
なくともいずれか一つからなり得る。
【００２０】
　前記第１画素は複数の非発光領域を含み、互いに隣接した前記複数の非発光領域の間の
距離は５０μｍ以下であり得る。
【００２１】
　本発明の一実施形態による表示装置は、前記第１電極と連結されている薄膜トランジス
タをさらに含み、前記薄膜トランジスタは、前記第１画素領域内に位置し得る。
【００２２】
　前記薄膜トランジスタは、前記第１画素領域の非発光領域と、少なくとも一部重複し得
る。
【００２３】
　前記保護膜は、第１高さを有する第１部分と、前記第１高さより高い第２高さを有する
第２部分とを含み得る。
【００２４】
　前記保護膜の第２部分は、前記第１画素領域の縁部に位置し得る。
【００２５】
　前記第１電極は、前記保護膜の前記第１部分と前記第２部分との間で段差を有し得る。
【００２６】
　本発明の一実施形態による表示装置は、前記保護膜に形成されている溝をさらに含み、
前記溝は、前記第１画素領域の非発光領域内に位置し得る。
【００２７】
　前記溝の幅は、前記非発光領域の幅より小さくてもよい。
【００２８】
　本発明の一実施形態による表示装置は、前記第１画素領域の非発光領域内に位置する埋
立パターンをさらに含み、前記埋立パターンは、前記溝内に位置し得る。
【００２９】
　本発明の一実施形態による表示装置は、前記第１画素領域の縁を囲む画素定義膜をさら
に含み、前記埋立パターンは、前記画素定義膜と同じ物質からなり、同じ層に位置するの
であり得る。
【００３０】
　本発明の一実施形態による表示装置は、前記保護膜に形成されている溝をさらに含み、
前記溝は、前記第１画素領域の縁と隣接するように位置し得る。
【００３１】
　本発明の一実施形態による表示装置は、前記溝内に位置する埋立パターンをさらに含み
得る。
【００３２】
　本発明の一実施形態による表示装置は、前記第１画素領域の縁を囲み、前記埋立パター
ンと一体に形成された画素定義膜をさらに含み、前記埋立パターンは、前記画素定義膜と
同じ物質からなるのであり得る。
【００３３】
　前記基板は、第２画素領域、第３画素領域、並びに、前記第１画素領域、前記第２画素
領域および前記第３画素領域に隣接した透過領域をさらに含み、前記第２画素領域および
前記第３画素領域は、いずれも、発光領域、および、前記発光領域によって囲まれている
非発光領域を含み得る。
【００３４】
　前記第１電極および前記有機発光層は、前記透過領域内に位置せず、前記第２電極は、
前記第１画素領域、前記第２画素領域、前記第３画素領域および前記透過領域の中に位置
し得る。
【００３５】
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　前記第２画素領域は、前記第１画素領域と前記第３画素領域との間に位置しており、前
記第２画素領域と隣接した箇所にて、前記透過領域の第１縁に、これが部分的に押し込ま
れた形に形成されている第１凹部をさらに含み得る。
【００３６】
　前記第２画素領域の幅は、前記第１画素領域の幅より広く、前記第３画素領域の幅より
広くてもよい。
【００３７】
　前記透過領域の第１縁と対向する第２縁に、同様に形成されている第２凹部をさらに含
み得る。
【００３８】
　前記第１画素領域は青色画素領域で、前記第２画素領域は緑色画素領域で、前記第３画
素領域は赤色画素領域であり得る。
【００３９】
　前記第１画素領域の一部および前記第２画素領域の幅は、前記第３画素領域の幅より広
くてもよい。
【００４０】
　前記第１凹部は、前記第１画素領域の一部および前記第２画素領域に隣接した、前記透
過領域の第１縁に形成され得る。
【００４１】
　前記透過領域の第１縁と対向する第２縁に、同様に形成されている第２凹部をさらに含
み得る。
【００４２】
　前記第１画素領域は青色画素領域で、前記第２画素領域は緑色画素領域で、前記第３画
素領域は赤色画素領域であり得る。
【００４３】
　前記第１画素領域、前記第２画素領域および前記第３画素領域と、前記透過領域とを含
む表示単位がマトリクス状に配列されており、各表示単位中、前記第１画素領域、前記第
２画素領域および前記第３画素領域は、マトリクスの列方向に沿って配置されており、前
記透過領域は、前記第１画素領域、前記第２画素領域および前記第３画素領域と行方向に
隣接するのであり得る。
【００４４】
　前記透過領域の奥側縁（図の紙面の上側縁）から手前側縁（下側縁）までの長さは、前
記第１画素領域の奥側縁（上側縁）から前記第３画素領域の手前側縁（下側縁）までの長
さより短くてもよい。
【発明の効果】
【００４５】
　実施形態によれば、有機発光層の発光特性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】一実施形態による表示装置の配置図である。
【図２】一実施形態による表示装置の第１画素領域の配置図である。
【図３】一実施形態による表示装置の第１画素領域の断面図である。
【図４】一実施形態による表示装置の第２画素領域の配置図である。
【図５】一実施形態による表示装置の第３画素領域の配置図である。
【図６】一実施形態による表示装置の配置図である。
【図７】一実施形態による表示装置の第１画素領域の配置図である。
【図８】一実施形態による表示装置の第２画素領域の配置図である。
【図９】一実施形態による表示装置の第３画素領域の配置図である。
【図１０】一実施形態による表示装置の配置図である。
【図１１】一実施形態による表示装置の第１画素領域の配置図である。
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【図１２】一実施形態による表示装置の第２画素領域の配置図である。
【図１３】一実施形態による表示装置の第３画素領域の配置図である。
【図１４】一実施形態による表示装置の配置図である。
【図１５】一実施形態による表示装置の配置図である。
【図１６】一実施形態による表示装置の配置図である。
【図１７】一実施形態による表示装置の断面図である。
【図１８】一実施形態による表示装置の断面図である。
【図１９】一実施形態による表示装置の断面図である。
【図２０】一実施形態による表示装置の断面図である。
【図２１】一実施形態による表示装置の配置図である。
【図２２】一実施形態による表示装置の配置図である。
【図２３】一実施形態による表示装置の配置図である。
【図２４】一実施形態による表示装置の配置図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　以下、添付する図面を参照して本発明の様々な実施形態について本発明が属する技術分
野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳しく説明する。本発明は様
々な相異する形態に具現され得、ここで説明する実施形態に限定されない。
【００４８】
　本発明を明確に説明するために説明上不要な部分は省略し、明細書全体にわたって同一
または類似の構成要素に対しては同じ参照符号を付す。
【００４９】
　また、図面に示す各構成の大きさおよび厚さは、説明の便宜上任意に示したものであり
、本発明は必ずしも示されたものに限定されない。図面から複数層および領域を明確に表
現するために厚さを拡大して示した。そして、図面において、説明の便宜上、一部層およ
び領域の厚さを誇張して示した。
【００５０】
　また、層、膜、領域、板等の部分が他の部分の「上」にあるという時、これは他の部分
の「直上」にある場合だけでなく、その中間にまた他の部分がある場合も含む。逆に、あ
る部分が他の部分の「直上」にあるという時には、中間に他の部分がないことを意味する
。また、基準となる部分の「上」にあるということは、基準となる部分の上または下に位
置することであり、必ずしも重力と反対方向の「上」に位置することを意味するものでは
ない。
【００５１】
　また、明細書全体において、ある部分がある構成要素を「含む」という時、これは、特
に反対になる記載がない限り、他の構成要素を除くのではなく、他の構成要素をさらに含
み得ることを意味する。
【００５２】
　また、明細書全体において、「平面上」とする時、これは対象の部分を上から見た時を
意味し、「断面上」とする時は、対象の部分を垂直に切断した断面を横から見た時を意味
する。
【００５３】
　まず、図１乃至図５を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【００５４】
　図１は一実施形態による表示装置の配置図であり、図２は一実施形態による表示装置の
第１画素領域の配置図であり、図３は一実施形態による表示装置の第１画素領域の断面図
である。図４は一実施形態による表示装置の第２画素領域の配置図であり、図５は一実施
形態による表示装置の第３画素領域の配置図である。
【００５５】
　図１に示すように、一実施形態による表示装置は、映像を表示する画素領域ＰＡと、光
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が透過する透過領域ＴＡとを含む。
【００５６】
　画素領域ＰＡは、第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域ＰＸ３
を含み得る。第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域ＰＸ３は互い
に異なる色を表示し得る。例えば、第１画素領域ＰＸ１は青色を表示し得、第２画素領域
ＰＸ２は緑色を表示し得、第３画素領域ＰＸ３は赤色を表示し得る。ただし、本発明はこ
れに限定されず、第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域ＰＸ３は
、それぞれ多様な他の色を表示し得る。また、第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２
および第３画素領域ＰＸ３以外に他の色を表示する画素領域をさらに含むこともできる。
【００５７】
　第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域ＰＸ３は互いに異なる大
きさを有し得る。図１において、第１画素領域ＰＸ１が最も大きく、第３画素領域ＰＸ３
が最も小さい場合を示しているが、本発明はこれに限定されない。第１画素領域ＰＸ１、
第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域ＰＸ３の大きさは、多様に変更され得る。また、
第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域ＰＸ３の大きさは実質的に
同じであり得る。
【００５８】
　一実施形態による表示装置は、車両用表示装置に用いられることができる。一例におい
て、フロントガラス（windshield）などに備え付けられた透明表示装置（透過型ディスプ
レイ）として、道路情報などを表示するのに用いられることができる。このような車両用
表示装置の場合、各画素領域の大きさが、ＴＶ、モニター、携帯電話用表示装置に比べて
大きいのが一般的である。一例において、図１に示す表示単位は、略正方形の各辺の寸法
が、３００～１０００μｍであり、各画素領域における長方形の短辺の寸法が、５０μｍ
より大きく、例えば、６０～５００μｍ、または６０～３００μｍである。
【００５９】
　第１画素領域ＰＸ１は、第１発光領域ＥＡ１および第１非発光領域ＮＡ１を含む。第１
画素領域ＰＸ１および第１非発光領域ＮＡ１は、略四角形からなる。第１非発光領域ＮＡ
１は、第１発光領域ＥＡ１によって、左側（透過領域の側）、右側及び奥側（図の紙面の
上方）の三方から囲まれている。第１発光領域ＥＡ１は、第１非発光領域ＮＡ１の四つの
縁（四角形の辺）のうち三つの縁を、第１発光領域ＥＡ１と、第１非発光領域ＮＡ１との
境界とするようにして、第１非発光領域ＮＡ１を取り囲んでいる。例えば、平面上で第１
発光領域ＥＡ１が、第１非発光領域ＮＡ１の左側縁、上側縁および右側縁を境界として三
方から囲む形態を有し得る。
【００６０】
　第２画素領域ＰＸ２は、第２発光領域ＥＡ２および第２非発光領域ＮＡ２を含む。第２
画素領域ＰＸ２および第２非発光領域ＮＡ２は、いずれも略四角形からなる。第２非発光
領域ＮＡ２は第２発光領域ＥＡ２によって四方から囲まれている。第２発光領域ＥＡ２が
第２非発光領域ＮＡ２を、その四つの縁を境界として四方から完全に取り囲んでいる。
【００６１】
　第３画素領域ＰＸ３は第３発光領域ＥＡ３および第３非発光領域ＮＡ３を含む。第３画
素領域ＰＸ３および第３非発光領域ＮＡ３は略四角形からなる。第３非発光領域ＮＡ３は
第３発光領域ＥＡ３によって囲まれている。第３発光領域ＥＡ３が、第３非発光領域ＮＡ
３を、その四つの縁のうち三つの縁を境界として三方から囲んでいる。例えば、平面上で
第３発光領域ＥＡ３が第３非発光領域ＮＡ３の上側縁、左側縁および下側縁を境界として
三方から囲む形態を有し得る。
【００６２】
　ただし、第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域ＰＸ３の形状、
第１発光領域ＥＡ１、第２発光領域ＥＡ２および第３発光領域ＥＡ３の形状、並びに、第
１非発光領域ＮＡ１、第２非発光領域ＮＡ２および第３非発光領域ＮＡ３の形状は、多様
に変更し得る。図１において、各領域の平面形状が多角形からなるが、これに限定されず



(9) JP 2018-18822 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

、円形、楕円形等のように曲線を含む形状からなるのでありうる。また、第１画素領域Ｐ
Ｘ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域ＰＸ３内にて、それぞれの発光領域（ＥＡ
１、ＥＡ２、ＥＡ３）と非発光領域（ＮＡ１、ＮＡ２、ＮＡ３）の配置は、多様に変更し
得る。
【００６３】
　透過領域ＴＡは外部の光がそのまま透過する領域である。このような透過領域ＴＡによ
って一実施形態による表示装置は透明表示装置（透過型ディスプレイ）であり得る。すな
わち、複数の表示単位がマトリクス状に配列された表示装置において、図１に示すような
各表示単位中に、画素領域ＰＸとともに、透過領域ＴＡが備えられる。そのため、各表示
単位中の画素領域により画像や情報を表示しつつ、各表示単位中の透過領域ＴＡにより、
表示装置の背面側が透けて見えるようにすることができる。なお、各表示単位は、図１の
ように正方形または長方形でありうるが、これに限定されず、台形、三角形などであって
もよい。図１においては、一つの透過領域ＴＡが、ほぼ正方形の表示単位における左側に
位置し、この右側に縦に並んだ、第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画
素領域ＰＸ３と、隣接している。ただし、本発明はこれに限定されず、三つの分離された
透過領域が、それぞれ、第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域Ｐ
Ｘ３と、例えば交互に配置されて、隣接するように位置することもできる。また、３個以
上の画素領域と隣接するように一つの透過領域が位置することもできる。
【００６４】
　画素領域ＰＡと透過領域ＴＡのトータルの面積に対する透過領域ＴＡの面積の比率は、
約２０％以上であり得、約７０％以下であり得る。第１画素領域ＰＸ１の面積に対する第
１非発光領域ＮＡ１の面積の比率は、約５％以上であり得、約２０％以下であり得る。第
２画素領域ＰＸ２の面積に対する第２非発光領域ＮＡ２の面積の比率は、約５％以上であ
り得、約２０％以下であり得る。第３画素領域ＰＸ３の面積に対する第３非発光領域ＮＡ
３の面積の比率は、約５％以上であり得、約２０％以下であり得る。
【００６５】
　図２に示すように、第１画素領域ＰＸ１において、第１発光領域ＥＡ１は第１非発光領
域ＮＡ１を囲んでいる。ここで、第１画素領域ＰＸ１の左側縁の下部に位置する地点ａ１
から第１非発光領域ＮＡ１までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。ここで、距離は最
短距離を意味し、以下においても同様である。第１画素領域ＰＸ１の左側縁の中間部に位
置する地点ａ２から第１非発光領域ＮＡ１までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。第
１画素領域ＰＸ１の左側縁と上側縁が接する頂点ａ３から第１非発光領域ＮＡ１までの距
離は、約５０μｍ以下であり得る。第１画素領域ＰＸ１の上側縁の中間部に位置する地点
ａ４から第１非発光領域ＮＡ１までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。第１画素領域
ＰＸ１の上側縁と右側縁が接する頂点ａ５から第１非発光領域ＮＡ１までの距離は、約５
０μｍ以下であり得る。第１画素領域ＰＸ１の右側縁の中間部に位置する地点ａ６から第
１非発光領域ＮＡ１までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。第１画素領域ＰＸ１の右
側縁の下部に位置する地点ａ７から第１非発光領域ＮＡ１までの距離は、約５０μｍ以下
であり得る。つまり、第１画素領域ＰＸ１のすべての縁のあらゆる地点から第１非発光領
域ＮＡ１までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。
【００６６】
　図３に示すように、一実施形態による表示装置は、基板１１０、基板１１０の上に位置
する第１電極１９１、基板１１０と第１電極１９１との間に位置する保護膜１８０、第１
電極１９１の上に位置する第２電極２７０、第１電極１９１と第２電極２７０との間に位
置する有機発光層３７０を含む。
【００６７】
　基板１１０は、ガラス、石英、セラミック、プラスチック等からなる絶縁性基板や、ス
テンレス鋼等からなる金属性基板であり得る。基板１１０は、柔軟性を有したり（ｆｌｅ
ｘｉｂｌｅ）、伸ばせたり（ｓｔｒｅｔｃｈａｂｌｅ）、折り畳めたり（ｆｏｌｄａｂｌ
ｅ）、曲げられたり（ｂｅｎｄａｂｌｅ）、巻くことができたり（ｒｏｌｌａｂｌｅ）す
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るのであり得る。基板１１０が柔軟性を有したり（ｆｌｅｘｉｂｌｅ）、伸ばせたり（ｓ
ｔｒｅｔｃｈａｂｌｅ）、折り畳めたり（ｆｏｌｄａｂｌｅ）、曲げられたり（ｂｅｎｄ
ａｂｌｅ）、巻くことができたり（ｒｏｌｌａｂｌｅ）するのであり得ることによって、
表示装置も柔軟性を有したり（ｆｌｅｘｉｂｌｅ）、伸ばせたり（ｓｔｒｅｔｃｈａｂｌ
ｅ）、折り畳めたり（ｆｏｌｄａｂｌｅ）、曲げられたり（ｂｅｎｄａｂｌｅ）、巻くこ
とができたり（ｒｏｌｌａｂｌｅ）するのであり得る。
【００６８】
　基板１１０は、第１画素領域ＰＸ１と透過領域ＴＡとを含む。第１画素領域ＰＸ１は第
１発光領域ＥＡ１と第１非発光領域ＮＡ１とを含む。
【００６９】
　基板１１０の上にはバッファー層１２０がさらに位置し得る。バッファー層１２０は、
窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）の単一膜、または、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）と酸化ケイ素（Ｓｉ
Ｏｘ）が積層された積層膜構造からなる。バッファー層１２０は、不純物または水分とい
った、有機発光層３７０などに悪影響を及ぼしうる不要な成分の浸透を防止すると共に、
基板１１０の表面を平坦化する役割を果たす。バッファー層１２０は、場合によって省略
し得る。バッファー層１２０は、第１画素領域ＰＸ１および透過領域ＴＡを全て含む領域
にわたって位置する。バッファー層１２０は、基板１１０の上面を全て覆うように位置し
得る。
【００７０】
　バッファー層１２０の上に半導体１３５が位置する。半導体１３５は、多結晶半導体物
質または酸化物半導体物質からなる。また、半導体１３５は、不純物がドーピングされて
いないチャンネル領域１３１、チャンネル領域１３１と、その両側に位置して不純物がド
ーピングされている接触ドーピング領域１３２、１３３とを含む。接触ドーピング領域１
３２、１３３は、ソース領域１３２とドレイン領域１３３とを含む。ここで、不純物の種
類は薄膜トランジスタの種類によって変わる。
【００７１】
　半導体１３５の上にはゲート絶縁膜１４０が位置する。ゲート絶縁膜１４０は、窒化ケ
イ素（ＳｉＮｘ）または酸化ケイ素（ＳｉＯｘ）等を含む無機絶縁物質からなる。
【００７２】
　ゲート絶縁膜１４０の上にはゲート電極１２５が位置する。ここで、ゲート電極１２５
は半導体１３５の少なくとも一部、特にチャンネル領域１３１と重複する。
【００７３】
　ゲート電極１２５およびゲート絶縁膜１４０の上には、層間絶縁膜１６０が位置する。
層間絶縁膜１６０は、無機絶縁物質または有機絶縁物質からなる。
【００７４】
　ゲート絶縁膜１４０および層間絶縁膜１６０には半導体１３５の少なくとも一部と重複
するコンタクトホール１６２、１６４が形成されている。コンタクトホール１６２、１６
４は、特に半導体１３５の接触ドーピング領域１３２、１３３を露出している。
【００７５】
　層間絶縁膜１６０の上にはソース電極１７３およびドレイン電極１７５が位置する。ま
た、ソース電極１７３およびドレイン電極１７５は、それぞれコンタクトホール１６２、
１６４を介して、半導体１３５のソース領域１３２およびドレイン領域１３３と連結され
ている。
【００７６】
　このように、半導体１３５、ゲート電極１２５、ソース電極１７３およびドレイン電極
１７５が一つの薄膜トランジスタを構成する。薄膜トランジスタの構成は、前述した例に
限定されず、当該技術分野の専門家が容易に実施できる公知された構成で多様に変更する
ことができる。有機発光表示装置は、スイッチングトランジスタおよび駆動トランジスタ
を含み得、前述した薄膜トランジスタは駆動トランジスタであり得る。図面に図示してい
ないが、スイッチング薄膜トランジスタがさらに形成され得る。
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【００７７】
　薄膜トランジスタおよび層間絶縁膜１６０の上には保護膜１８０が位置する。保護膜１
８０はその上に形成される有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）の発光効率を上げるために段
差をなくし、平坦化させる役割を果たす。また、保護膜１８０にはドレイン電極１７５の
少なくとも一部と重複するコンタクトホール１８２が形成されている。
【００７８】
　保護膜１８０は、アクリル系樹脂（ａｃｒｙｌｉｃ　ｒｅｓｉｎ）、エポキシ系樹脂（
ｅｐｏｘｙ　ｒｅｓｉｎ）、フェノール樹脂（ｐｈｅｎｏｌｉｃ　ｒｅｓｉｎ）、ポリア
ミド系樹脂（ｐｏｌｙａｍｉｄｅｓ　ｒｅｓｉｎ）、ポリイミド系樹脂（ｐｏｌｙｉｍｉ
ｄｅｓ　ｒｅｓｉｎ）、不飽和ポリエステル系樹脂（ｕｎｓａｔｕｒａｔｅｄ　ｐｏｌｙ
ｅｓｔｅｒｓ　ｒｅｓｉｎ）、ポリフェニレン系樹脂（ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅ　ｅ
ｔｈｅｒ　ｏｒ　ｏｘｉｄｅ　ｒｅｓｉｎ）、ポリフェニレンスルフィド系樹脂（ｐｏｌ
ｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅ　ｓｕｌｆｉｄｅｓ　ｒｅｓｉｎ）、およびベンゾシクロブテン（
ｂｅｎｚｏ　ｃｙｃｌｏ　ｂｕｔｅｎｅ、ＢＣＢ）等からなる。
【００７９】
　保護膜１８０の上には第１電極１９１が位置する。第１電極１９１は、第１画素領域Ｐ
Ｘ１の第１発光領域ＥＡ１内に位置する。第１電極１９１は、第１画素領域ＰＸ１の第１
非発光領域ＮＡ１内にはほとんど位置しない。
【００８０】
　第１電極１９１は、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉ
ｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、インジウム酸化物（Ｉｎ２Ｏ３、
Ｉｎｄｉｕｍ　Ｏｘｉｄｅ）等の透明な導電物質や、リチウム（Ｌｉ）、カルシウム（Ｃ
ａ）、フッ化リチウム／カルシウム（ＬｉＦ／Ｃａ）、フッ化リチウム／アルミニウム（
ＬｉＦ／Ａｌ）、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、マグネシウム（Ｍｇ）、または金
（Ａｕ）等の反射性金属から作られる。第１電極１９１は、保護膜１８０に形成されてい
るコンタクトホール１８２を介して、薄膜トランジスタのドレイン電極１７５と電気的に
連結されて、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のアノード電極になる。
【００８１】
　図面に図示していないが、第１電極１９１は、透明な導電物質を含む第１透明電極と第
２透明電極を含むとともに、第１透明電極と第２透明電極との間に位置し、第２電極２７
０と共に微細共振構造（ｍｉｃｒｏｃａｖｉｔｙ）を形成するための半透過層を含むので
あり得る。つまり、第１電極１９１は、透明な導電物質からなる層と反射性金属からなる
層を含む積層構造からなる。
【００８２】
　保護膜１８０における電極により覆われていない領域の上と、第１電極１９１の縁部の
上には、画素定義膜（画素区画用バンク）３５０が位置する。画素定義膜３５０は、第１
画素領域ＰＸ１の外縁を決めるように、第１画素領域ＰＸ１を取り囲んでいる。画素定義
膜３５０は、ポリアクリル系（ｐｏｌｙａｃｒｙｌｉｃｓ）またはポリイミド系（ｐｏｌ
ｙｉｍｉｄｅｓ）等の樹脂、及び／またはシリカ系の無機物等を含み得る。
【００８３】
　保護膜１８０における電極により覆われていない領域の上と、第１電極１９１の縁部の
上には、埋立パターン３５２がさらに位置する。埋立パターン３５２は、第１画素領域Ｐ
Ｘ１の第１非発光領域ＮＡ１内に位置する。埋立パターン３５２は、画素定義膜３５０と
同じ物質からなり、同じ層に位置し得る。埋立パターン３５２が、第１電極１９１の内縁
の側端面を覆うようになるので、第１電極１９１の側端面やその近傍が外部に露出して腐
食され、暗点不良として視認されるということを防止し得る。第１非発光領域ＮＡ１の縁
部に、第１電極１９１および有機発光層３７０が位置したとしても、埋立パターン３５２
によって光が遮断され得る。埋立パターン３５２と、第１電極１９１の内縁部とが重複す
る幅は、実質上ゼロであり得、また、約１μｍ以上であり得るとともに、約５μｍ以下で
あり得る。例えば、埋立パターン３５２と第１電極１９１とが、約２～４μｍ、例えば約
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３μｍ重複し得る。
【００８４】
　第１電極１９１の上には有機発光層３７０が位置する。有機発光層３７０は、発光層、
正孔注入層（ｈｏｌｅ－ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、ＨＩＬ）、正孔輸送層（ｈｏ
ｌｅ－ｔｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ、ＨＴＬ）、電子輸送層（ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎ－ｔｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ、ＥＴＬ）および電子注入層（ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎ－ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ、ＥＩＬ）のうち少なくとも一つを含み得る。
【００８５】
　有機発光層３７０は、第１画素領域ＰＸ１の第１発光領域ＥＡ１内に位置する。有機発
光層３７０は、第１画素領域ＰＸ１の第１非発光領域ＮＡ１内にも位置し得る。
【００８６】
　有機発光層３７０は、赤色を発光する赤色有機発光層、緑色を発光する緑色有機発光層
および青色を発光する青色有機発光層のうちいずれか一つから形成されうる。例えば、第
１画素領域ＰＸ１の第１発光領域ＥＡ１内には青色有機発光層が位置し得、第２画素領域
ＰＸ２の第２発光領域ＥＡ２内には緑色有機発光層が位置し得、第３画素領域ＰＸ３の第
３発光領域ＥＡ３内には赤色有機発光層が位置し得る。赤色有機発光層、緑色有機発光層
および青色有機発光層は、それぞれ互いに異なる画素に位置し、これらの組み合わせによ
ってカラー画像が実現され得る。
【００８７】
　また、有機発光層３７０は、赤色有機発光層、緑色有機発光層および青色有機発光層が
、すべて、各画素に位置して積層された形態からなるのでありうる。このとき、画素種ご
とに、それぞれ赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタを形成することでカラー
画像を実現し得る。他の例として、白色を発光する白色有機発光層を各画素に形成し、各
画素別にそれぞれ赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタを形成してカラー画像
を実現することもできる。白色有機発光層と色フィルタを利用してカラー画像を実現する
場合、赤色有機発光層、緑色有機発光層および青色有機発光層を、それぞれの個別の画素
に、つまり、赤色画素、緑色画素および青色画素に蒸着する必要がなく、そのための蒸着
マスクをそれぞれ使用しなくても良い。
【００８８】
　他の例で説明した白色有機発光層は、一つの有機発光層で形成され得ることは勿論であ
り、複数の有機発光層を積層して白色を発光できるようにした構成まで含む。例えば、(i
)少なくとも一つの黄色有機発光層と、少なくとも一つの青色有機発光層とを組み合わせ
て白色発光を可能にした構成、(ii)少なくとも一つのシアン有機発光層と少なくとも一つ
の赤色有機発光層とを組み合わせて白色発光を可能にした構成、及び、(iii)少なくとも
一つのマゼンタ有機発光層と少なくとも一つの緑色有機発光層を組み合わせて白色発光を
可能にした構成等も含み得る。
【００８９】
　有機発光層３７０、画素定義膜３５０および埋立パターン３５２の上には、第２電極２
７０が位置する。第２電極２７０は、第１画素領域ＰＸ１および透過領域ＴＡの上に位置
し、第１画素領域ＰＸ１と透過領域ＴＡとの間の領域にも位置し得る。
【００９０】
　第２電極２７０は、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉ
ｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、インジウム酸化物（Ｉｎ２Ｏ３、
Ｉｎｄｉｕｍ　Ｏｘｉｄｅ）等の透明な導電物質や、リチウム（Ｌｉ）、カルシウム（Ｃ
ａ）、フッ化リチウム／カルシウム（ＬｉＦ／Ｃａ）、フッ化リチウム／アルミニウム（
ＬｉＦ／Ａｌ）、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、マグネシウム（Ｍｇ）、または金
（Ａｕ）等の反射性金属から作られる。第２電極２７０は、有機発光ダイオード（ＯＬＥ
Ｄ）のカソード電極になる。第１電極１９１、有機発光層３７０および第２電極２７０は
、組み合わさって一つの有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）をなす。
【００９１】
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　前述した薄膜トランジスタ、ゲート絶縁膜１４０、層間絶縁膜１６０、保護膜１８０、
第１電極１９１、及び、有機発光層３７０は、第１画素領域ＰＸ１内に位置しており、透
過領域ＴＡには位置しない。基板１１０の透過領域ＴＡの上にはバッファー層１２０が位
置し、バッファー層１２０のすぐ上には第２電極２７０が位置する。したがって、第２電
極２７０は、透過領域ＴＡ内でバッファー層１２０と接触する。このように、基板１１０
の透過領域ＴＡには、バッファー層１２０及び第２電極２７０のみを形成し、これら以外
に他の層を形成しないことによって、透過領域ＴＡの透過率を向上させることができる。
だし、本発明はこれに限定されず、透過領域ＴＡに、バッファー層１２０及び第２電極２
７０だけでなく、一部の他の層がさらに位置することもできる。
【００９２】
　基板１１０と第１電極１９１との間には保護膜１８０が位置しており、第１電極１９１
の上には有機発光層３７０が位置している。保護膜１８０は有機物質からなっており、保
護膜１８０を形成する工程でベーキングが行われる。ベーキングの進行の過程で有機物質
が硬化するとともに気体が発生し得る。例えば、ポリイミド樹脂などを含む保護膜１８０
を、１５０℃以上の温度でベーキングして形成する場合、部分的な熱分解により、少量の
水蒸気、酸素、アルデヒドなどが生成しうる。このような気体が全て排出される前に保護
膜１８０の上に第１電極１９１を形成することがあり得、この場合、第１電極１９１によ
って保護膜１８０が被覆されて封鎖されることから、気体が、直ちには排出されない。保
護膜１８０中に残った気体は、第１電極１９１の縁を超えて移動することで、はじめて排
出され得、このような気体によって第１電極１９１の上に位置する有機発光層３７０が影
響を受け得る。有機発光層３７０は、湿気などに弱い特性を有するので、発光特性が低下
し得、発光領域の寸法及び面積が縮少する現象が発生し得る。
【００９３】
　本実施形態においては、第１画素領域ＰＸ１が第１発光領域ＥＡ１と第１非発光領域Ｎ
Ａ１を含み、第１非発光領域ＮＡ１には第１電極１９１が位置しないというのでありうる
。本実施形態はこれに限定されず、有機発光層３７０が第１発光領域ＥＡ１および第１非
発光領域ＮＡ１の全体にわたって位置することもできる。前述した通り、第１非発光領域
ＮＡ１に第１電極１９１及び有機発光層３７０が位置するとしても、第１電極１９１はパ
ターニングされて縁部のみが位置しており、埋立パターン３５２によって光が遮断されて
いるので、第１非発光領域ＮＡ１からの発光は見られない。
【００９４】
　このような形態において、第１画素領域ＰＸ１のすべての縁のあらゆる地点から第１非
発光領域（ＮＡ）までの距離を約５０μｍ以下にすることにより、第１発光領域ＥＡ１に
位置する第１電極１９１が保護膜１８０の上面を連続して被覆・封鎖して気体放出を阻害
することを、防止し得る。本実施形態においては、第１画素領域ＰＸ１内に、第１電極１
９１がほとんど位置しない第１非発光領域ＮＡ１を設けることによって、保護膜１８０中
に残っている気体が、第１非発光領域ＮＡ１を介して十分に排出できるようにする。した
がって、有機発光層３７０の発光特性が低下することを防止し得る。
【００９５】
　図４に示すように、第２画素領域ＰＸ２において、第２発光領域ＥＡ２は第２非発光領
域ＮＡ２を囲んでいる。ここで、第２画素領域ＰＸ２の左側縁と上側縁が接する頂点ｂ１
から第２非発光領域ＮＡ２までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。ここで、距離は最
短距離を意味し、以下でも同様である。第２画素領域ＰＸ２の上側縁の中間部に位置する
地点ｂ２から第２非発光領域ＮＡ２までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。第２画素
領域ＰＸ２の上側縁と右側縁が接する頂点ｂ３から第２非発光領域ＮＡ２までの距離は、
約５０μｍ以下であり得る。第２画素領域ＰＸ２の右側縁の中間部に位置する地点ｂ４か
ら第２非発光領域ＮＡ２までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。第２画素領域ＰＸ２
の右側縁と下側縁が接する頂点ｂ５から第２非発光領域ＮＡ２までの距離は、約５０μｍ
以下であり得る。第２画素領域ＰＸ２の下側縁の中間部に位置する地点ｂ６から第２非発
光領域ＮＡ２までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。第２画素領域ＰＸ２の下側縁と
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左側縁が接する頂点ｂ７から第２非発光領域ＮＡ２までの距離は、約５０μｍ以下であり
得る。第２画素領域ＰＸ２の左側縁の中間部に位置する地点ｂ８から第２非発光領域ＮＡ
２までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。つまり、第２画素領域ＰＸ２のすべての縁
のあらゆる地点から、第２非発光領域ＮＡ２までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。
【００９６】
　図面に図示していないが、第２画素領域ＰＸ２は、第１画素領域ＰＸ１と同様に、第１
電極および有機発光層が第２発光領域ＥＡ２に位置する。第１電極は、第２非発光領域Ｎ
Ａ２にはほとんど位置せず、第２非発光領域ＮＡ２の縁部に位置し得る。有機発光層は、
第２非発光領域ＮＡ２内にまで位置することもできる。ここで、第２画素領域ＰＸ２のす
べての縁から第２非発光領域ＮＡ２までの距離を約５０μｍ以下にすることにより、第２
発光領域ＥＡ２に位置する第１電極が、保護膜を広い面積にわたって連続して被覆・封鎖
して気体放出を阻害することを、防止し得る。本実施形態においては、第２画素領域ＰＸ
２内に、第１電極がほとんど位置しない第２非発光領域ＮＡ２を設けることによって、保
護膜中に残っている気体が、第２非発光領域ＮＡ２を介して十分に排出できるようにする
。したがって、有機発光層の発光特性が低下することを防止し得る。
【００９７】
　図５に示すように、第３画素領域ＰＸ３において、第３発光領域ＥＡ３は第３非発光領
域ＮＡ３を囲んでいる。ここで、第３画素領域ＰＸ３の上側縁に位置する地点ｃ１から第
３非発光領域ＮＡ３までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。ここで、距離は最短距離
を意味し、以下でも同様である。第３画素領域ＰＸ３の上側縁と左側縁が接する頂点ｃ２
から第３非発光領域ＮＡ３までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。第３画素領域ＰＸ
３の左側縁の中間部に位置する地点ｃ３から第３非発光領域ＮＡ３までの距離は、約５０
μｍ以下であり得る。第３画素領域ＰＸ３の左側縁と下側縁が接する頂点ｃ４から第３非
発光領域ＮＡ３までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。第３画素領域ＰＸ３の下側縁
に位置する地点ｃ５から第３非発光領域ＮＡ３までの距離は、約５０μｍ以下であり得る
。つまり、第３画素領域ＰＸ３のすべての縁のあらゆる地点から、第３非発光領域ＮＡ３
までの距離は、約５０μｍ以下であり得る。
【００９８】
　図面に図示していないが、第３画素領域ＰＸ３は第１画素領域ＰＸ１と同様に、第１電
極および有機発光層が第３発光領域ＥＡ３に位置する。第１電極は、第３非発光領域ＮＡ
３にはほとんど位置せず、第３非発光領域ＮＡ３の縁に位置し得る。有機発光層は第３非
発光領域ＮＡ３に位置することもできる。ここで、第３画素領域ＰＸ３のすべての縁のあ
らゆる地点から、第３非発光領域ＮＡ３までの距離を約５０μｍ以下にすることにより、
第３発光領域ＥＡ３に位置する第１電極が保護膜を広い面積にわたって連続して被覆・封
鎖して気体放出を阻害することを、防止し得る。本実施形態においては、第３画素領域Ｐ
Ｘ３内に第１電極がほとんど位置しない第３非発光領域ＮＡ３を設けることによって、保
護膜に残っている気体が第３非発光領域ＮＡ３を介して十分に排出できるようにする。し
たがって、有機発光層の発光特性が低下することを防止し得る。
【００９９】
　次に、図６乃至図９を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１００】
　図６乃至図９に示す一実施形態による表示装置は、図１乃至図５に示す一実施形態によ
る表示装置と重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態におい
ては、第１乃至第３画素領域内で発光領域および非発光領域の形状が前述した実施形態と
相異し、以下で詳細に説明する。
【０１０１】
　図６は一実施形態による表示装置の配置図であり、図７は一実施形態による表示装置の
第１画素領域の配置図であり、図８は一実施形態による表示装置の第２画素領域の配置図
であり、図９は一実施形態による表示装置の第３画素領域の配置図である。
【０１０２】
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　図６に示すように、一実施形態による表示装置は、画素領域ＰＡと透過領域ＴＡとを含
む。画素領域ＰＡａは、第１画素領域ＰＸ１ａ、第２画素領域ＰＸ２ａおよび第３画素領
域ＰＸ３ａを含み得る。第１画素領域ＰＸ１ａ、第２画素領域ＰＸ２ａおよび第３画素領
域ＰＸ３ａは、互いに異なる色を表示し得、互いに異なる大きさを有し得る。
【０１０３】
　図７に示すように、第１画素領域ＰＸ１ａは、第１発光領域ＥＡ１ａと、第１非発光領
域ＮＡ１ａとを含み、第１非発光領域ＮＡ１ａは、第１発光領域ＥＡ１ａによって左側（
透過領域の側）、奥側（図の紙面の上方）及び手前側（図の紙面の下方）の三方から囲ま
れている。第１画素領域ＰＸ１の縁に位置する複数の地点（ｄ１、ｄ２、ｄ３、ｄ４、ｄ
５）のいずれからも、第１非発光領域ＮＡ１ａまでの距離は、約５０μｍ以下であり得る
。ここで、距離は最短距離を意味し、以下でも同様である。第１画素領域ＰＸ１ａのすべ
ての縁のあらゆる地点から、第１非発光領域ＮＡ１ａまでの距離は、約５０μｍ以下であ
り得る。
【０１０４】
　図８に示すように、第２画素領域ＰＸ２ａは、第２発光領域ＥＡ２ａおよび第２非発光
領域ＮＡ２ａを含み、第２非発光領域ＮＡ２ａは第２発光領域ＥＡ２ａによって四方から
囲まれている。第２画素領域ＰＸ２ａの縁に位置する複数の地点（ｅ１、ｅ２、ｅ３、ｅ
４、ｅ５、ｅ６、ｅ７、ｅ８）のいずれからも、第２非発光領域ＮＡ２ａまでの距離は、
約５０μｍ以下であり得る。ここで、第２画素領域ＰＸ２ａのすべての縁のあらゆる地点
から、第２非発光領域ＮＡ２ａまでの距離は、約５０μｍ以下であり得る。
【０１０５】
　図９に示すように、第３画素領域ＰＸ３ａは第３発光領域ＥＡ３ａおよび第３非発光領
域ＮＡ３ａを含み、第３非発光領域ＮＡ３ａは第３発光領域ＥＡ３ａによって、左側（透
過領域の側）、右側及び奥側（図の紙面の上方）の三方から囲まれている。第３画素領域
ＰＸ３ａの縁に位置する複数の地点（ｆ１、ｆ２、ｆ３、ｆ４、ｆ５）のいずれからも、
第３非発光領域ＮＡ３ａまでの距離は、約５０μｍ以下であり得る。ここで、第３画素領
域ＰＸ３ａのすべての縁のあらゆる地点から、第３非発光領域ＮＡ３ａまでの距離は、約
５０μｍ以下であり得る。
【０１０６】
　次に、図１０乃至図１３を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１０７】
　図１０乃至図１３に示す一実施形態による表示装置は、図１乃至図５に示す一実施形態
による表示装置と重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態に
おいては、一つの画素領域内に複数の非発光領域が位置するという点で、前述した実施形
態と相異し、以下で詳細に説明する。
【０１０８】
　図１０は一実施形態による表示装置の配置図であり、図１１は一実施形態による表示装
置の第１画素領域の配置図であり、図１２は一実施形態による表示装置の第２画素領域の
配置図であり、図１３は一実施形態による表示装置の第３画素領域の配置図である。
【０１０９】
　図１０に示すように、一実施形態による表示装置は、画素領域ＰＡｂと透過領域ＴＡと
を含む。画素領域ＰＡｂは、第１画素領域ＰＸ１ｂ、第２画素領域ＰＸ２ｂおよび第３画
素領域ＰＸ３ｂを含み得る。第１画素領域ＰＸ１ｂ、第２画素領域ＰＸ２ｂおよび第３画
素領域ＰＸ３ｂは、互いに異なる色を表示し得、互いに異なる大きさを有し得る。
【０１１０】
　図１１に示すように、第１画素領域ＰＸ１ｂは、第１発光領域ＥＡ１ｂおよび複数の第
１非発光領域ＮＡ１ｂを含み、複数の第１非発光領域ＮＡ１ｂは、いずれも、第１発光領
域ＥＡ１ｂによって四方から囲まれている。複数の第１非発光領域ＮＡ１ｂは、いずれも
円形からなるものである場合を示しているが、本発明はこれに限定されず、第１非発光領
域ＮＡ１ｂは多様な形状に変更され得る。
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【０１１１】
　第１画素領域ＰＸ１ｂの縁に位置する複数の地点（ｇ１、ｇ２、ｇ３、ｇ４、ｇ５、ｇ
６、ｇ７、ｇ８、ｇ９、ｇ１０、ｇ１１、ｇ１２）のいずれからも、第１非発光領域ＮＡ
１ｂまでの距離は、約５０μｍ以下であり得る。ここで、距離は、各地点（ｇ１、ｇ２、
ｇ３、ｇ４、ｇ５、ｇ６、ｇ７、ｇ８、ｇ９、ｇ１０、ｇ１１、ｇ１２）から、それぞれ
最も近い第１非発光領域ＮＡ１ｂまでの最短距離を意味し、以下でも同様である。第１画
素領域ＰＸ１ｂのすべての縁のあらゆる地点から、第１非発光領域ＮＡ１ｂまでの距離は
、約５０μｍ以下であり得る。
【０１１２】
　また、互いに隣り合う複数の第１非発光領域ＮＡ１ｂの間の距離は、いずれも、約５０
μｍ以下であり得る。例えば、複数の第１非発光領域ＮＡ１ｂはマトリックス形態に配置
され得、最初の行、最初の列に位置した第１非発光領域ＮＡ１ｂと、最初の行、第２列に
位置した第１非発光領域ＮＡ１ｂとの間の距離は、約５０μｍ以下であり得る。また、最
初の行、最初の列に位置する第１非発光領域ＮＡ１ｂと、第２行、最初の列に位置する第
１非発光領域ＮＡ１ｂとの間の距離は、約５０μｍ以下であり得る。また、最初の行、最
初の列に位置する第１非発光領域ＮＡ１ｂと、第２行、第２列に位置する第１非発光領域
ＮＡ１ｂとの間の距離は、約５０μｍ以下であり得る。画素領域中における、非発光領域
同士の距離をこのように設定することについては、第２画素領域ＰＸ２ｂ中および第３画
素領域ＰＸ３ｂ中などでも同様である。
【０１１３】
　図１２に示すように、第２画素領域ＰＸ２ｂは、第２発光領域ＥＡ２ｂおよび複数の第
２非発光領域ＮＡ２ｂを含み、複数の第２非発光領域ＮＡ２ｂは、いずれも、第２発光領
域ＥＡ２ｂによって四方から囲まれている。複数の第２画素領域ＰＸ２ｂの縁に位置する
複数の地点（ｈ１、ｈ２、ｈ３、ｈ４、ｈ５、ｈ６、ｈ７、ｈ８、ｈ９、ｈ１０）のいず
れからも、第２非発光領域ＮＡ２ｂまでの距離は、約５０μｍ以下であり得る。ここで、
第２画素領域ＰＸ２ｂのすべての縁のあらゆる地点から、第２非発光領域ＮＡ２ｂまでの
距離は、約５０μｍ以下であり得る。また、互いに隣り合う複数の第２非発光領域ＮＡ２
ｂの間の距離は、約５０μｍ以下であり得る。
【０１１４】
　図１３に示すように、第３画素領域ＰＸ３ｂは、第３発光領域ＥＡ３ｂおよび複数の第
３非発光領域ＮＡ３ｂを含み、複数の第３非発光領域ＮＡ３ｂは、第３発光領域ＥＡ３ｂ
によって囲まれている。複数の第３画素領域ＰＸ３ｂの縁に位置する複数の地点（ｉ１、
ｉ２、ｉ３、ｉ４、ｉ５）から第３非発光領域ＮＡ３ｂまでの距離は、約５０μｍ以下で
あり得る。この時、第３画素領域ＰＸ３ｂのすべての縁のあらゆる地点から第３非発光領
域ＮＡ３ｂまでの距離は、約５０μｍ以下であり得る。また、互いに隣接した複数の第３
非発光領域ＮＡ３ｂの間の距離は、約５０μｍ以下であり得る。
【０１１５】
　次に、図１４を参照して一実施形態による表示装置について説明する。図１４に示す一
実施形態による表示装置は、図１乃至図５に示す一実施形態による表示装置と重複する部
分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、第１乃至第３画素
領域内で発光領域および非発光領域の形状が、前述した実施形態と相異し、以下で詳細に
説明する。
【０１１６】
　図１４は一実施形態による表示装置の配置図である。
【０１１７】
　図１４に示すように、一実施形態による表示装置は画素領域ＰＡｃと透過領域ＴＡとを
含む。画素領域ＰＡｃは、第１画素領域ＰＸ１ｃ、第２画素領域ＰＸ２ｃおよび第３画素
領域ＰＸ３ｃを含み得る。第１画素領域ＰＸ１ｃ、第２画素領域ＰＸ２ｃおよび第３画素
領域ＰＸ３ｃは互いに異なる色を表示し得、互いに異なる大きさを有し得る。
【０１１８】
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　第１画素領域ＰＸ１ｃは、第１発光領域ＥＡ１ｃおよび第１非発光領域ＮＡ１ｃを含み
、第１非発光領域ＮＡ１ｃは、第１発光領域ＥＡ１ｃによって全周を囲まれている。第１
非発光領域ＮＡ１ｃは平面上で十字形からなっている。第１画素領域ＰＸ１ｃのすべての
縁のあらゆる地点から、第１非発光領域ＮＡ１ｃまでの距離は、約５０μｍ以下であり得
る。
【０１１９】
　第２画素領域ＰＸ２ｃは、第２発光領域ＥＡ２ｃおよび第２非発光領域ＮＡ２ｃを含み
、第２非発光領域ＮＡ２ｃは、第２発光領域ＥＡ２ｃによって三方から囲まれている。第
２非発光領域ＮＡ２ｃは、平面上で細長い四角形からなる場合を示しているが、本実施形
態はこれに限定されず、第２非発光領域ＮＡ２ｃは平面上で十字形からなる。第２画素領
域ＰＸ２ｃのすべての縁のあらゆる地点から、第２非発光領域ＮＡ２ｃまでの距離は、約
５０μｍ以下であり得る。
【０１２０】
　第３画素領域ＰＸ３ｃは第３発光領域ＥＡ３ｃおよび第３非発光領域ＮＡ３ｃを含み、
第３非発光領域ＮＡ３ｃは第３発光領域ＥＡ３ｃによって三方から囲まれている。第３非
発光領域ＮＡ３ｃは平面上で細長い四角形からなる場合を示しているが、本実施形態はこ
れに限定されず、第３非発光領域ＮＡ３ｃは平面上で十字形からなる。第３画素領域ＰＸ
３ｃのすべての縁のあらゆる地点から、第３非発光領域ＮＡ３ｃまでの距離は、約５０μ
ｍ以下であり得る。
【０１２１】
　次に、図１５を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１２２】
　図１５に示す一実施形態による表示装置は、図１４に示す一実施形態による表示装置と
重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、第１画
素領域内で発光領域および非発光領域の形状が、前述した実施形態と相異し、以下で詳細
に説明する。
【０１２３】
　図１５は一実施形態による表示装置の配置図である。
【０１２４】
　図１５に示すように、第１画素領域ＰＸ１ｄは、第１発光領域ＥＡ１ｄおよび第１非発
光領域ＮＡ１ｄを含み、第１非発光領域ＮＡ１ｄは、平面上で十字形からなっている。
【０１２５】
　前述した実施形態において、第１発光領域ＥＡ１ｄは、平面上で下側縁部（手前側の縁
部）の中央部に連結されていたが、本実施形態において、第１発光領域ＥＡ１ｄは、平面
上で下側縁部の中央部で断絶されている。つまり、第１画素領域ＰＸ１ｄの下側縁部の中
央部で、第１発光領域ＥＡ１ｄは、第１非発光領域ＮＡ１ｄによって分離されている。第
１画素領域ＰＸ１ｄの左側縁部、上側縁部（奥側縁部）、右側縁部では、第１発光領域Ｅ
Ａ１ｄが連結されている。
【０１２６】
　そのため、第１画素領域ＰＸ１ｄにおいて、第１電極は、第１画素領域ＰＸ１ｄの左側
縁部、上側縁部、右側縁部では連結されており、下側縁部の中央部で分離される形態から
なる。
【０１２７】
　次に、図１６を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１２８】
　図１６に示す一実施形態による表示装置は、図１５に示す一実施形態による表示装置と
重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、第１画
素領域内で発光領域および非発光領域の形状が、前述した実施形態と相異し、以下で詳細
に説明する。
【０１２９】
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　図１６は一実施形態による表示装置の配置図である。
【０１３０】
　図１６に示すように、第１画素領域ＰＸ１ｅは、第１発光領域ＥＡ１ｅおよび第１非発
光領域ＮＡ１ｅを含み、第１非発光領域ＮＡ１ｅは平面上で十字形からなっている。
【０１３１】
　前述した実施形態にて第１画素領域ＰＸ１ｅの左側縁部、上側縁部、右側縁部で第１発
光領域ＥＡ１ｅは連結されていたのであるが、本実施形態では第１画素領域ＰＸ１ｅの左
側縁部、上側縁部、右側縁部で、第１発光領域ＥＡ１ｅは断絶されている。つまり、第１
画素領域ＰＸ１ｅの左側縁部の中央部、上側縁部の中央部、右側縁部の中央部、下側縁部
の中央部で、第１発光領域ＥＡ１ｅは、第１非発光領域ＮＡ１ｅによって分離されている
。
【０１３２】
　そのため、第１画素領域ＰＸ１ｅで第１電極は、第１画素領域ＰＸ１ｅの左側縁部、上
側縁部、右側縁部、下側縁部の中央部で分離される形態で構成される。ここで、第１電極
が四つの部分に分かれ、それぞれ互いに異なるコンタクトホールを介してドレイン電極と
連結され得る。
【０１３３】
　同様に第２画素領域ＰＸ２ｅの上側縁部及び下側縁で、第２発光領域ＥＡ２ｅは断絶さ
れている。つまり、第２画素領域ＰＸ２ｅの上側縁部の中央部、及び下側縁部の中央部で
、第２発光領域ＥＡ２ｅは、第２非発光領域ＮＡ２ｅによって分離されている。
【０１３４】
　また、第３画素領域ＰＸ３ｅの上側縁部及び下側縁部で、第３発光領域ＥＡ３ｅは断絶
されている。つまり、第３画素領域ＰＸ３ｅの上側縁部の中央部、及び、下側縁部の中央
部で、第３発光領域ＥＡ３ｅは、第３非発光領域ＮＡ３ｅによって分離されている。
【０１３５】
　次に、図１７を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１３６】
　図１７に示す一実施形態による表示装置は、図１乃至図５に示す一実施形態による表示
装置と重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、
薄膜トランジスタが画素領域内に位置するという点で前述した実施形態と相異し、以下で
詳細に説明する。
【０１３７】
　図１７は一実施形態による表示装置の断面図である。
【０１３８】
　図１７に示すように、一実施形態による表示装置は、基板１１０、基板１１０の上に位
置する第１電極１９１、基板１１０と第１電極１９１との間に位置する保護膜１８０、第
１電極１９１の上に位置する第２電極２７０、及び、第１電極１９１と第２電極２７０と
の間に位置する有機発光層３７０を含む。
【０１３９】
　基板１１０は第１画素領域ＰＸ１と透過領域ＴＡとを含む。第１画素領域ＰＸ１は、第
１発光領域ＥＡ１と第１非発光領域ＮＡ１とを含む。
【０１４０】
　前述した実施形態で薄膜トランジスタの一部は、第１画素領域ＰＸ１内に位置し、ほと
んどは第１画素領域ＰＸ１の外に位置する。本実施形態においては、薄膜トランジスタの
全体が第１画素領域ＰＸ１内に位置している。つまり、半導体１３５、ゲート電極１２５
、ソース電極１７３、及びドレイン電極１７５が、全て第１画素領域ＰＸ１内に位置する
。特に、薄膜トランジスタの一部は、第１画素領域ＰＸ１の第１非発光領域ＮＡ１と重複
し得る。第１画素領域ＰＸ１の第１非発光領域ＮＡ１には、埋立パターン３５２が形成さ
れ得、埋立パターン３５２は薄膜トランジスタと重り合い得る。
【０１４１】
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　薄膜トランジスタの上には保護膜１８０が位置する。薄膜トランジスタの上に位置する
保護膜１８０の部分は他の部分に比べて相対的に薄い厚さを有する。保護膜１８０の厚さ
が薄ければ、ベーキング工程で気体が排出する時間が短くなる。本実施形態においては、
薄膜トランジスタが第１画素領域ＰＸ１内に位置することにより、第１電極１９１によっ
て被覆される保護膜１８０の部分の厚さが相対的に薄くなる。したがって、保護膜１８０
中に残っている気体の量は減り、有機発光層３７０に及ぼす影響も減る。
【０１４２】
　前記では第１画素領域ＰＸ１について説明したが、本実施形態は第２画素領域ＰＸ２お
よび第３画素領域ＰＸ３にも同様に適用することができる。つまり、第２画素領域ＰＸ２
および第３画素領域ＰＸ３内にも薄膜トランジスタが位置し得る。
【０１４３】
　次に、図１８を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１４４】
　図１８に示す一実施形態による表示装置は、図１７に示す一実施形態による表示装置と
重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、基板か
ら保護膜の上部面までの高さが一定でないという点で、前述した実施形態と相異し、以下
で詳細に説明する。
【０１４５】
　図１８は一実施形態による表示装置の断面図である。
【０１４６】
　図１８に示すように、一実施形態による表示装置は、基板１１０、基板１１０の上に位
置する第１電極１９１、基板１１０と第１電極１９１との間に位置する保護膜１８０、第
１電極１９１の上に位置する第２電極２７０、及び、第１電極１９１と第２電極２７０と
の間に位置する有機発光層３７０を含む。
【０１４７】
　基板１１０は、第１画素領域ＰＸ１と透過領域ＴＡとを含む。第１画素領域ＰＸ１は、
第１発光領域ＥＡ１と第１非発光領域ＮＡ１とを含む。
【０１４８】
　前述した実施形態で保護膜１８０の上部面は平坦であり、基板１１０から保護膜１８０
の上部面までの距離は一定である。本実施形態においては、保護膜１８０の上面が平坦で
ない。
【０１４９】
　保護膜１８０は、第１高さｄ１を有する第１部分１８０ａと、第２高さｄ２を有する第
２部分１８０ｂとを含む。ここで、第１高さｄ１および第２高さｄ２は、それぞれ、基板
１１０から保護膜１８０の上面までの距離を意味する。第２高さｄ２は第１高さｄ１より
高い。第１部分１８０ａは、第１画素領域ＰＸ１の中心部に位置し、第２部分１８０ｂは
、第１画素領域ＰＸ１の縁部に位置する。
【０１５０】
　保護膜１８０の上には第１電極１９１が位置し、第１電極１９１は、保護膜１８０の第
１部分１８０ａと第２部分１８０ｂとの間で段差を有する。
【０１５１】
　第１画素領域ＰＸ１の中心部に位置する保護膜１８０の厚さを相対的に薄く形成するこ
とにより、保護膜１８０のベーキング工程で気体が排出する時間を減らし得る。したがっ
て、有機発光層３７０が気体により受ける影響が少なくなるようにして、発光特性を向上
させることができる。
【０１５２】
　また、第１画素領域ＰＸ１の縁部に位置する保護膜１８０の厚さを相対的に厚く形成し
、第１電極１９１に段差を形成することによって、保護膜１８０で発生した気体が、有機
発光層３７０にまで至る距離がについて、遠くなるようにし得る。つまり、第１画素領域
ＰＸ１の縁部に位置する第１電極１９１が、バリアの役割を果たすようにして、有機発光
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層３７０に気体が到達することを防止し得る。したがって、有機発光層３７０が気体によ
り受ける影響が少なくなるようにして、発光特性を向上させることができる。
【０１５３】
　次に、図１９を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１５４】
　図１９に示す一実施形態による表示装置は、図１乃至図５に示す一実施形態による表示
装置と重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、
保護膜に溝が形成されるという点で、前述した実施形態と相異し、以下で詳細に説明する
。
【０１５５】
　図１９は一実施形態による表示装置の断面図である。
【０１５６】
　図１９に示すように、一実施形態による表示装置は、基板１１０、基板１１０の上に位
置する第１電極１９１、基板１１０と第１電極１９１との間に位置する保護膜１８０、第
１電極１９１の上に位置する第２電極２７０、及び、第１電極１９１と第２電極２７０と
の間に位置する有機発光層３７０を含む。
【０１５７】
　基板１１０は第１画素領域ＰＸ１と透過領域ＴＡとを含む。第１画素領域ＰＸ１は第１
発光領域ＥＡ１と第１非発光領域ＮＡ１とを含む。
【０１５８】
　本実施形態で、保護膜１８０には溝１８４が形成されている。溝１８４が形成されてい
る部分を介して、保護膜１８０のベーキング工程で発生した気体が、さらによく排出され
得る。
【０１５９】
　溝１８４は、第１画素領域ＰＸ１の第１非発光領域ＮＡ１内に位置し得る。埋立パター
ン３５２は第１非発光領域ＮＡ１内に位置し、埋立パターン３５２は溝１８４内に位置し
得る。
【０１６０】
　溝１８４の幅Ｗｇは、第１非発光領域ＮＡ１の幅より小さいことが好ましい。第１電極
１９１は、第１非発光領域ＮＡ１にはほとんど形成されず、第１発光領域ＥＡ１に形成さ
れる。特に、溝１８４の幅Ｗｇは、第１非発光領域ＮＡ１において、第１電極１９１が存
在しない部分の幅Ｗｎより小さいことが好ましい。溝１８４の幅Ｗｇが、第１非発光領域
ＮＡ１において、第１電極１９１が存在しない領域の幅Ｗｎより広い場合、第１電極１９
１が溝１８４内に形成されてもよい。保護膜１８０の下には薄膜トランジスタをはじめと
する多様な電極層が形成されており、第１電極１９１が溝１８４内にも形成される場合、
このような電極層と短絡される恐れがある。本実施形態においては、溝１８４の幅Ｗｇを
、第１非発光領域ＮＡ１において第１電極１９１が存在しない領域の幅Ｗｎより小さく形
成し、このような短絡を防止し得る。
【０１６１】
　次に、図２０を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１６２】
　図２０に示す一実施形態による表示装置は、図１９に示す一実施形態による表示装置と
重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、溝が画
素領域の縁の近傍にさらに形成されているという点で、前述した実施形態と相異し、以下
で詳細に説明する。
【０１６３】
　図２０は一実施形態による表示装置の断面図である。
【０１６４】
　図２０に示すように、保護膜１８０には、さらなる溝１８６が形成されている。この溝
１８６は、第１画素領域ＰＸ１の縁と隣接するように位置している。溝１８６は画素定義
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膜３５０の下に位置し得る。溝１８６内には、この内部を埋める埋立パターン３５４が形
成されており、この埋立パターン３５４は、画素定義膜３５０と一体に形成しうる。すな
わち、この埋立パターン３５４と画素定義膜３５０とは、同じ工程で形成され得、また、
同じ物質で形成しうる。
【０１６５】
　また、前述した実施形態と同様に、溝１８４が第１画素領域ＰＸ１の第１非発光領域Ｎ
Ａ１内にさらに位置し得、溝１８４内に埋立パターン３５２が位置し得る。
【０１６６】
　次に、図２１を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１６７】
　図２１に示す一実施形態による表示装置は、図１乃至図５に示す一実施形態による表示
装置と重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、
透過領域の形状が前述した実施形態と相異し、以下で詳細に説明する。
【０１６８】
　図２１は一実施形態による表示装置の配置図である。
【０１６９】
　図２１に示すように、一実施形態による表示装置は、画素領域ＰＡと透過領域ＴＡとを
含む。画素領域ＰＡは、第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域Ｐ
Ｘ３を含み得る。第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２および第３画素領域ＰＸ３は
、互いに異なる色を表示し得、互いに異なる大きさを有し得る。例えば、第１画素領域Ｐ
Ｘ１は青色を表示し得、第２画素領域ＰＸ２は緑色を表示し得、第３画素領域ＰＸ３は赤
色を表示し得る。
【０１７０】
　前述した実施形態において、透過領域ＴＡは平面上で長方形からなるのであるが、本実
施形態での透過領域ＴＡは、平面上で略長方形からなるものの、変形されている。本実施
形態においては、透過領域ＴＡと画素領域ＰＡとの間の距離を狭めて、透過領域ＴＡの面
積を広げている。透過領域ＴＡの一側縁には凹部ＧＶが形成されている。凹部ＧＶは、第
２画素領域ＰＸ２と隣接した領域にて、透過領域ＴＡの右側縁に形成され得る。図示の例
では、透過領域ＴＡの右側縁が、第２画素領域ＰＸ２により、左側へと部分的に押し込ま
れて平行移動した形の、平面図における浅い凹部をなしている。
【０１７１】
　第２画素領域ＰＸ２は、第２非発光領域ＮＡ２の形成により減った発光面積を補償する
ために第２画素領域ＰＸ２の面積を拡張させ得る。ここで、第１画素領域ＰＸ１と隣接し
た上側縁や第３画素領域ＰＸ３と隣接した下側縁を変更することは容易でないので、左側
縁を移動させて第２画素領域ＰＸ２の面積を拡張させ得る。したがって、第２画素領域Ｐ
Ｘ２の幅が第１画素領域ＰＸ１の幅より広くてもよく、第３画素領域ＰＸ３の幅より広く
てもよい。また、透過領域ＴＡは、第２画素領域ＰＸ２の左側縁と隣接する部分に形成さ
れた凹部ＧＶを含み、透過領域ＴＡは、第２画素領域ＰＸ２と隣接する部分の幅が、第１
画素領域ＰＸ１、第３画素領域ＰＸ３と隣接する部分の幅より狭くてもよい。
【０１７２】
　第１画素領域ＰＸ１は、第１非発光領域ＮＡ１の形成により減った発光面積を補償する
ために第１画素領域ＰＸ１の面積を拡張させ得る。この時、第２画素領域ＰＸ２と隣接し
た下側縁や透過領域ＴＡと隣接した左側縁を変更することは容易でないので、上側縁をさ
らに上側に移動させて第１画素領域ＰＸ１の面積を拡張させ得る。同様に、第３画素領域
ＰＸ３は、第３非発光領域ＮＡ３の形成により減った発光面積を補償するために第３画素
領域ＰＸ３の面積を拡張させ得る。この時、第２画素領域ＰＸ２と隣接した上側縁や透過
領域ＴＡと隣接した左側縁を変更することは容易でないので、下側縁をさらに下方に移動
させて第３画素領域ＰＸ３の面積を拡張させ得る。画素領域ＰＸの縁には多様な配線が位
置しており、第１画素領域ＰＸ１および第３画素領域ＰＸ３は、このような配線と重複し
ても発光の可否に影響を与えないので、前記のように面積の拡張が可能である。透過領域
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ＴＡの場合、配線と重畳する場合、透過率に影響を与えるので、面積の拡張が容易でない
。したがって、透過領域ＴＡの上側縁から下側縁までの長さｈｔ１は、画素領域ＰＸの上
側縁から下側縁までの長さｈｔ２より短くてもよい。
【０１７３】
　図２１で第１非発光領域ＮＡ１、第２非発光領域ＮＡ２および第３非発光領域ＮＡ３の
形状は、図１の第１非発光領域ＮＡ１、第２非発光領域ＮＡ２および第３非発光領域ＮＡ
３の形状と類似する場合を示しているが、本実施形態はこれに限定されない。第１非発光
領域ＮＡ１、第２非発光領域ＮＡ２および第３非発光領域ＮＡ３の形状は、図１０、図１
４、図１５、図１６のうちいずれか一つの第１非発光領域ＮＡ１、第２非発光領域ＮＡ２
および第３非発光領域ＮＡ３の形状と類似してもよい。
【０１７４】
　また、透過領域ＴＡ、第１画素領域ＰＸ１、第２画素領域ＰＸ２、第３画素領域ＰＸ３
の形状は、多様に変形が可能である。
【０１７５】
　次に、図２２を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１７６】
　図２２に示す一実施形態による表示装置は、図２１に示す一実施形態による表示装置と
重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、透過領
域の形状が前述した実施形態と相異し、以下で詳細に説明する。
【０１７７】
　図２２は一実施形態による表示装置の配置図である。
【０１７８】
　図２２に示すように、一実施形態による表示装置は画素領域ＰＡと透過領域ＴＡとを含
む。
【０１７９】
　前述した実施形態と同様に、透過領域ＴＡは、平面上で略長方形からなり、第２画素領
域ＰＸ２と隣接する部分の幅が第１画素領域ＰＸ１、第３画素領域ＰＸ３と隣接する部分
の幅より狭くてもよい。
【０１８０】
　前述した実施形態では、透過領域ＴＡの一側縁にのみ凹部（図２１のＧＶ）が形成され
ており、本実施形態では透過領域ＴＡの両側縁に第１凹部ＧＶ１および第２凹部ＧＶ２が
形成されている。第１凹部ＧＶ１は、第２画素領域ＰＸ２と隣接した透過領域ＴＡの右側
縁に形成されており、第２凹部ＧＶ２は、反対側に位置する透過領域ＴＡの左側縁に形成
されている。第１凹部ＧＶ１と第２凹部ＧＶ２は、透過領域ＴＡの中心線（図の紙面にお
ける縦方向の２等分線）に対して、対称を成し得る。
【０１８１】
　前述した実施形態では、第２画素領域ＰＸ２の左側縁を平行移動させて第２画素領域Ｐ
Ｘ２の面積を拡張させたが、本実施形態では、第２画素領域ＰＸ２の左側縁および右側縁
を平行移動させて第２画素領域ＰＸ２の面積を拡張させている。
【０１８２】
　図面に図示していないが、一実施形態による表示装置は、複数の透過領域および複数の
画素領域を含み得る。図２２に図示されている透過領域ＴＡの左側には、他の画素領域が
位置し得る。特には、図２２に示すのと同一の正方形状の表示単位が、マトリクス状に配
列されるものでありうる。そのため、図示の一の表示単位に、左側から隣接する他の一の
表示単位に含まれる第２画素領域が、図示の一の表示単位の透過領域ＴＡに、左側から隣
接しうる。第２凹部ＧＶ２は、このように透過領域ＴＡの左側縁における、左側の第２画
素領域と隣接する部分に形成され得る。
【０１８３】
　次に、図２３を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１８４】
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　図２３に示す一実施形態による表示装置は、図２１に示す一実施形態による表示装置と
重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、透過領
域および第１画素領域の形状が、前述した実施形態と相異し、以下で詳細に説明する。
【０１８５】
　図２３は一実施形態による表示装置の配置図である。
【０１８６】
　前述した実施形態と同様に、透過領域ＴＡは平面上で略長方形からなり、第２画素領域
ＰＸ２と隣接する部分の幅が第３画素領域ＰＸ３と隣接する部分の幅より狭くてもよい。
【０１８７】
　本実施形態においては、第１画素領域ＰＸ１と隣接する部分の一部の幅が、第３画素領
域ＰＸ３と隣接する部分の幅より狭くてもよい。
【０１８８】
　本実施形態においては、第１画素領域ＰＸ１の左側縁における下側（手前側）の一部を
平行移動させて第１画素領域ＰＸ１の面積を拡張させている。したがって、第１画素領域
ＰＸ１の手前側の一部、および、第２画素領域ＰＸ２での拡張に対応して、これらと隣接
した透光領域ＴＡの部分の幅が、他の部分の幅より狭くてもよい。
【０１８９】
　次に、図２４を参照して一実施形態による表示装置について説明する。
【０１９０】
　図２４に示す一実施形態による表示装置は、図２３に示す一実施形態による表示装置と
重複する部分が多いため、これに対する説明は省略する。本実施形態においては、透過領
域の形状が、前述した実施形態と相異し、以下で詳細に説明する。
【０１９１】
　図２４は一実施形態による表示装置の配置図である。
【０１９２】
　前述した実施形態と同様に、透過領域ＴＡは平面上で略長方形からなり、第１画素領域
ＰＸ１の一部および第２画素領域ＰＸ２と隣接する部分の幅が第３画素領域ＰＸ３と隣接
する部分の幅より狭くてもよい。
【０１９３】
　前述した実施形態では透過領域ＴＡの一側縁にのみ溝（図２３のＧＶ）が形成されたが
、本実施形態では、透過領域ＴＡの左右の側縁に、それぞれ第１凹部ＧＶ１および第２凹
部ＧＶ２が形成されている。第１凹部ＧＶ１は第１画素領域ＰＸ１および第２画素領域Ｐ
Ｘ２と隣接した、透過領域ＴＡの右側縁に形成されており、第２凹部ＧＶ２は、第１画素
領域ＰＸ１および第２画素領域ＰＸ２と隣接した、透過領域ＴＡの左側縁に形成されてい
る。第１凹部ＧＶ１と第２凹部ＧＶ２は、透過領域ＴＡの中心線（左右の側縁に平行の２
等分線）に対して、対称を成し得る。
【０１９４】
　本実施形態においては、第１画素領域ＰＸ１の左側縁および右側縁の一部を平行移動さ
せて第１画素領域ＰＸ１の面積を拡張させる。
【０１９５】
　以上で本発明の好ましい実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれ
に限定されるものではなく、次の特許請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用
した当業者の様々な変形および改良形態もまた、本発明の権利範囲に属する。
【符号の説明】
【０１９６】
　１１０：基板
　１８０：保護膜
　１８４、１８６：溝
　１９１：第１電極
　２７０：第２電極
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　３５０：画素定義膜
　３５２、３５４：埋立パターン
　３７０：有機発光層

【図１】

【図２】

【図３】



(25) JP 2018-18822 A 2018.2.1

【図４】
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【図６】

【図７】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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